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1., EBinfiihrung \

Im Rahmen der Durchselzung der weiteren Eff2ktivierung der
Forschung und Entwicklung sowie der Produktion auf der Basis
vorhandener Ergebnisse und materiell-techhischer Veraussetzungen
wurde die Weiterentwicklung der Transistorarrays im VEB Halb—
leiterwerk Frani:furt(Oder) vorangetrieben., Die vorhandenen
Arrays waren fiir viele Anwendvngsfille, vorallem hinsichtlich
der Strombelastbarkeit und der Sperrsﬁannung nicht einsetzbaz.
Ebenfalls steht die Aufgabe'des Transistorsortiment SF 12€ - 129
und deren Weiterentwicklung in Form der Typen SF 826 ~ 829 durch

ginstigere Transistorarraye splrbar zu subtitieren.

Das Hauptaugenmerk galt also der Bereitstellung von Transistor-
ariays fir universelle Anwendungen mit dem Schwerpunkt der Teil-—
abldsung der zuvor genaﬁnten Transistoren verbunden mit der
Zielstellung der weiteren konsequenten Einsparupg von llaterial,
Arbeitszeit und Kosten beim Bauelementehersteller- und =—anwender
durch die monolithisch integrierte Halbleitertechnik.

Auf dieser Grundlage wurden die Transistorarrays B 315/ 325/

360/ 380 entwickelt. Neben der ausfithrlichen Beschreibung der=
selben werden ebenfalls die neuen Transistortypen SF 826 = 829

und SF 816 - 819 dokumentiert, da diese bisher.niéht vercffentlicht
vurden. Desweiteren erfolgt eine Informationserweiterung mit den
bekannten Transistorarrays B 340/ 341/ 342, verbunden mit dex
Aktualisierung elektrischer Parameter. Vervollstindigt wird weiter~
hin die Dokumentation um zwei interessante Transistorarrays aus

den Arrayangebot der Volksrepublik Polens
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2. MAllgemeines zu Transistorarrays

Ein Transistorarray vereinigh bzw. beinhaltel eine Anzahl
von Transistoren in einem Gehduse, die meisuens auf einen

Chip monolithisch integriert sinde

Vorteile der Transistorarrays

Die Vorteile der Transistorarrays liegen in Jder <8P gulen
Ubereinstimmung wicht_iger elektrischer Kennwerte , einem
anndhernd gleichem Temperaturverhalten der integrierten
Transistoren sowie der Verringerung dex mechanischen Abmes-
suhgen bel gleichzeitiger Verbesserung der Montagefreundliche
keit gegeniiber diskreten Transist‘or_an. Durch die 'Bérei’astellung
solcher Arrays im DII~Gehiuse ist leicht eine automabische
Teiterplattenbestiickung mogliche

Die mechanischen Vorteile der Transistorarrays gelten

fiir monolithisch integrierte und fiir Arrays in Multichip
Techniks, Arrays in Multichiptechnik 'beinhal‘hen ebenfalls
mehrere Transisforen, die sich jedoch auf unterschiedlichen
Chips befinden und einen gemeinsamen Chiptriger besitzen.

Es entfallen bel solchen Arrays die entsprechenden Hinweise
zun SubtratanschluB in den technischen Dokumentationen.

In Folgenden sollen jedoch nur monolithisch intcgrierté Arrays

_'fnet:r:aohi:et werdens

Die gegeniibexr dex Vexrwendung dlskraefer Transistioren gleichen
Typs besonderen. eleﬁriﬁehen Torteile diesexr 2rrays haben
ihre Ursache iin. fechnologischen Eems-i;ellungsprozc;s dieser
Bauelementes Die meisten monolifhisch integrierte Transistor-
arrays beinhalten fast immer mshrere gleichartige und damit

in der Geometrie idenitische Transistoren.



Diese befinden sich auf mdglichst kleinsten Raum gemeinsem
auf einen Chip. Alle notwendigen tiechnologische Verfahrense—
schritte zur Ferstellung der Transistoren betreffen somit
diese gleichermalen, wodurch eine sehr hohe Gleichheit der
geviinschten elektrischen Parauneter exreich¥ wirde.

50 werden bei der Arrayfamilie B 315 — B 380 hohe Gleichhelfen
beziglich des Verhdltnisses dexr Gleichstromverstark

hoggy

: der Transistoren untereinendexr wvon tTypisch 1,007
Poqmm
(I; = 50 mA und Upp = 3 7 ) und der Differenz der Basis «
Enitterspanaung Ugpg vonﬁtypiséh 0,55 uV ( Iy =1 mA und

U

c
universelle Bauelemente, die jedoch auf Grund dieser Vorteils

E = 3V ) ausgewisen o Aronlikativ sind Transistorarrays

vorzugsweise fiir Differenzverstirkerschaltungen und Sitrome-

spiegelschaltunsen eingesetzi werdenes

Da sich die Transistoren auf engstem Raum auf einem Chip
befinden besteht eine sehr gute thermische Xovplung der
Trzpzistoren untereinénder. So besitzen die Transistoren
untersinander praktisch fast die gleiche Temperatur. Die
Transistorarrays besitzen somit auch eine sehr geringe Tempaw
raturdrift der Differenz der Basis-Enitter-Spannungen zweiexr
beliebiger Transictoren. Sie liegt nur bei wenigen ,uV pro

Grad Kelvin.
Schaltungstechnische Besonderheiten

Tir die Funktion der Transistorarrays ist eine ausreichende

Isolierung der Transistorenr unbereinander zwingend notwendize
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Bel den bekannten hpn = Arrays werden die Trahsistoren mit
Hilfe der sogenannten Sperrschichtisolation elektrisch getrennt.
Hier sind die einzelnen Transistoren in n- leitenden Gebieten,
den sogenannten Isolierwannen oder- inseln untergebracht, die
ihrerseits in dem p~ leitenden Subirat eingebettet sind.

Damit die Sperrschichtisolation im Betriebsfall funktionieren
kann, missen die Isolierinseln durch eine Sperrspannung gegohw—
iber dem Subtrat vorgespannt werdens. D.h., daB Subtral der
Transistorarrays muBl im Betriebsfall mit der negierten Spannung
der Schaltung verbunden werden. Damit liegen die Isolierinseln,
die das gleiche Potential wie die Kollektoren besitzen auf posi-
tiver Spannung und die pn ~ Ubergénge zwischen den Isalierinseln
und dem Subtrat werden zu hochohmigen Schichten, so daB die

Inseln elektrisch vom Subtrat getrennt sind.

Bei den beschriebenen Transistorarreys B 315 bis B 330 in den
Gehduseausflihrungen E und X ist{ das Subtrat mit denm Eﬁitter des
Transistors V 3 wverbunden. Diesér Transistor mufl das negatiivste
anitierpotential aller Transistoren besitzen und vorranglg in
die Funktion der Gesamtsbhaltung einbezogen werdens

Diese Konseguenz Tresultlerte aus der Ldglichkeit und Notwendige

keit der Erweiterung des Transistorarrayangebotes in Richtung dex

Erhdhung der Gesamtverlustleistung auf dexr Basis vorhandenexr

Gehdusevarianten.



3, 0. Die Transistorsrrays B 215, B 325, B 360, B 320

3.1. Allgemeine Beschreibung

Die Transistorarrayreihe B 315 = B 380 stellt eine Eigenent-
wicklung auf der Grundlage der Standardtechnologie flir analoge
Schaltkreise dar. Sie besitzen also keine direkte &guivalenten

Vorbildtypen. Fiir Sie gilt der Standard TGL 42 070.

Die Realisierung der hochsperrenden Typen B 360/380 exfolgt
durch einen weiteren techuol;gischen Teilschritt und zwar durch
das Aufbringen einer zusétzlichen p- Epifaxie ~ Zwischenschicht
vor dem StandardepitaxieprozeBe. Fiir alle 4 Typen kommt das
gleiche ILayout zur Anwendunge

Die hochsperrenden Arrays B 360/330 verireten els einzigste
Typen in Threxr Art das Angebol des RGVW.

Der Tinselz der nachfolgend betrachteten Transistorexrrays is¥
auf Grund folgender Gesichispunkte interessantz

-~ Ablsung von vergleichbaren Einzeliransisioren aus Tochnisehen
und Skonomischen Griinden

~ Nutzung der geringen Toleranzen, die die olekiricchon Konte

gréfen der Transistoren untereinander unterscheider
,
« Einsperung von Arbeitszeit beim Besilicken dex TIeiterplatien

- _ Einsparung von Leiterplattenmaterial duxch ginstigere Topo=

logie i

- Erhthung der Zuverléssizkelb



- 11 =

342+ Funktionbeschreibunz

Die mondlithisch.integrierten Transistorarrays B 315.- B 330
enthalien Je 4 gleichartige npn - Transistoren. Sie genligen
hohen Anspriichen an die Gleichheit der elektrischen Kenngrifen
der 4 Transistoren untereinander. Die Transistoren sind bis zu
einem Kpllektorstrom von 500 mA einsetzbar. Die Arrays werden
als niedrig ( B 315/ 325 ) und hochsperrende ( B360/ 380)
Bauelemente hergestellts Sie sind in den Spannungsbereichen von
UbEO =15 V bzws 25 V und 60 V bzw. 80 V verfiighar.

In Abhéngigkeit wvon der erforderlichen Verlustléistung stehen

irei Geh&usevarianten zur Auswahls

~ “44-poliges DIL — Plastgehiuse bis zu einer Verlustleistung
Vor Ppop = 1,3 W ( Bauform D )

= 46-poliges DIL - Plastgehiuse mit Kiihlfahne bis zu einer
Verlustleistung von Piot = 1,8 W ( Bauform E )

= 16=poliges DIL -~ Plastgehduse mit Kiihlkorper bis zu einer
Verlustleistung von P. . = 4 W ( Bauform K )

Beim 14-poligen Geh#use sind alle Anschliisse der Transistoren
frei zugénglich, ebenso beim 16-poliges Gehiuse mit Kihlfahne

und Kiihlkdrper, jedoch dort mit folgender Einschré&nkung:

-~ Der AnschluB fiir den Emitter vom Transistor Vs ist beil diesen

Bauformen E/K direkt mit dem Subtrat verbunden. Er liegt damit
immer zwangsléufig auf dem niedrigsten Potential. Das Subtrat muB
also bezogen auf die anderen Anschliisse stets die niedrigsten Span-
nung sufweisen. Es entstehen sopst unkontrellierte Leitfihigkeiten
im Bawnelement selbsts



3.3. {enndaten B 315, B 325

3«31 Gehiuseabmessungen B 315, B 325

‘ﬁ. 79,5 max. %
A o
—
-y
‘33 ows 5]
" 25 to125
~
i T 71312 71110 9 8
g Bauform 21.2.1.2. 7%
R TGL 26713
123 4«36 7 Cl)
3
:.' ?3’;3 19,5 max
] el
1
Y|
“Rastant | |m 0852
. 78¢01
L]
v
]
= i
m
7h
L)
2bne ' Jaa7 o i Bauform 2111316
¥ g E L 26713
I :
PR
723 “56
2 b)




__ 22,3 max.

25,6 20,3

1:58

Ly

3548

2.5 z0,125 750128
bl | Tt han |

211 g6 7T

456

o045 18%s

Typenzaichen

c) Bauform: 21.1.1.3.16

TGL 26713
a) B37150 ; B3250D
b) B315E ; B325 €
c) B315K ; 8325k

Bild 7: Gehauseabmessung



BMSD, B3SD B 315 E,K; B 325 E, K
Apschlu8 4  KEollektor V, *ngchluB 1 Kollektor YV,
.2  Basis A2 2 Basis “F’1_
3 Emitter ‘?’1 3 Emitier V4
4  Subtrat
5 Emitter 7,
6 Basis Vo 4  Emitter 7,
7  Kollektor V> 5 Basis Vo
8 Kollektox Va 6 Eollektor Vg
9 Beasis 'V'B _ 7 Kollektor 'VB
10 Emitter VB 8 Basis VB
41  unbesetzt 9 Emitter v3
12 Emitter TV,
13 Basiz =V,
14  EKollekliox Y,i: 10  Emitter TV,

11 Basis 'Vq_
12 Kollektor Vq_

AnschluB 9 liegt auf Substaal
und ist interp mit dex Kihlfahne
verbundens
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3.3.2 AnschluBbelegung B 315, B 325

Vi '
D vy Sub— V2
[ BREIJORE

a)

Bild 2: Anschlufbelegung

‘a) B3150D,; 83250
b) B315E,K ; B32TE K



343434 Grenzwerte, Elekirische Tennwerts und typische Werte

des B 315 D, B 325 D

Tafel 1 Grenzwerte (gliltig fir den Betriebstesuperaturbereich

Kolillektor~Snitte-Spannon; T.Tc:_'h,J in ¥

B ¥5 D € 15

B 325D < 3
Eollevhor-Snbstrat-Spannuiy 1 ':".T.F%e und
Eollestue—Basis=Spannung Uy 12V

B 35D € 20

B 325D € 30
BEnitter-Basis~-Spannung Cppyg 12V ¢ 5
Kollektorstron 2) I, 4iniA £ 0,5
Kollektorspitzenstrom Ty int € 1.0
Basgisstrom I; in md € 250
Gesantverlustleistung Ptot in W
beiaf, = 25%

B 315D/ B 325 D € 1,3

B 315/ B 325 E € 1,8

B 35/ B 325K ¢ 4,0
betd , =25°C B 35/ 3B 325E ¢ 3,0
Betriebstemperaturbereich ' ,‘93 in °C

-25.+ 85

in ¢
Sperrschichttemperatuxn ,‘9 3 £ 150
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wirmewiderstand

£ir den Transistor
E 515 /B 325D
335/ B 325 E
B35 /B 325K

WErmewiderstand

fir einen Transistor

B35/B325E

Rinia

in E/7
4 105
£ 75
4 37

in /W
4 15

1) Fiar VS der E- und K - Typen gil% U‘SO = UCEQ’ da Emitterm

auf Substrat liegt.

ol " m
2) Bei tav < 20 mns

Mafel 2 Elektrische Kennwerte (19& = 25°C )

Gleichstromverstérkung

UCE=BViIC=5OIﬂﬂ

Cruppe b
Gruppe c
Gruppe da

Gruppe e

Eollektor~Racics=Reststrom

bel Usg =207V

¥ollektor-Emitter~-Sdttigungs-
spannung

beiIc=50r.ul., IB.':'IO!IIA

ha1m(v1)

Tomo

bel

28
56
112
224

in

(1)

in

I

RN 'j"
ees 140
ess 280
ess 560

pat-§
400

v
0,5



Kollektor-Fmitter-SEttigungs=- UCEsat
spannung

bei Iy = 50 md, Iy = 10 md

Grupre b

Gruppe c

Gruppe

Gruvpe e
bBiIc=1OOMi IB_—.’lmA

Grupre 4

Grupre e
Gleichstromverstirkung Noqm

bei Ig = 50 mhy Ugp = 3V

Grurpe b
Gruppe ¢
Gruppe 4
Gruppe e

Verh#ltnis der Gleichstromver=- hqu i

Transistoren untereinander

(gilt fiir alle sechs mdglichen Paaxe)
Basig-Enitter=-Spannung UﬁE

Gruppe b

Gruppe e

in

fa]
w
3

18,1

112

7,007

659
£16

¥
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Verh#linis der Gleichstrowver-

st8rkungen der Transistoren h21Vn1)
untereinander h21vm
bei o = 3V und Iy = 50 mA § S s 1?25
nyam o=, 2, 3, & nd
Kollektor-Emitter=-Durchbruch- U(BR)GEO in T
spannung
bei Iy =1 wd (Je Transistor)

.

1) Gilt fir alle 6 moglichen Paave V,/ Vo3 V4/ V33 T4/ Va3
Va_/ V3a ?2/ v_{;.,; VB"r vl}.

Tafel 3 Typische Werte ( = 25% )

a
Kollektor=Basis-Reststron Tago in e
i Uaq = 2
bei Upp = 20V 3:5
Eollekior-Subsirat=Druchbruci~ U(SRUGEO in T
spannuag R
: : 1
tei Iy = 100 /u..& 533
Kollekior-Basis-Durchbruchspanaung Urnoyamg in v
b2i I, = 100 ,ud
. /™ B35 77,8
B 325 99s5
Kolle:tou-EnikierwRuuchpruch- U(BR)CEQ: ia
srannung
bel Ig =1k g 415 23,6
B 325 : 39,2
Enitvter-2asis-Durchibrucnslannung U(BR\EBO in v
- - E.Nalal e A ; '}41
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Differenz der Basis-Fmitter=
Spannung zwischen den einzel-
nen Transistoren (gilt fir alle
sechs mdglichen Paaxre)

bei Iy = 1 mA, Ugg = 3 V

Ubergangsfrequenz
I = 30 Miz

Grupre b
Gruppe
Gruppe d

Grupps e

Ieexlauféusgangskapa:itét
bsi Ugp =107, I3 =0,

£ =1 1Ez

1) Fix v3 der E- und ¥ - Tyoen

A Vs

2
8]
(A8
o’

811% Ueprycso

da Bnitter auf Substrat liesgb.

Bil =1 ( TCan )
Bild 3 Ic -~ ( ) J
Bild ! In =2 ( Ypg )
Rild Ip =% ( Uan )
Bild I =2 ( Iz )

in
0,55
in
124
172
233
267
in
23,5
“(3R)CZ0

ny

MHz



B315/325C
: Jg=30:20 _15mA
500 A Jc'ff'rii'.‘s) 8 ;2 o T5m g s -
Jﬂ - Par, N
;;7 amA
6 mA
it | SmA
¥ mA
3007
3mA
2001 I 2 ma
‘7]5 MA
700 1 e
Q , } I& > =

— e

Bild 3
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12 1 B315/325¢C
Te = f(Uce) Js= S0 uA 80A
2 S - e roua
m
"} ’ | /O‘“ A
. 4O A
! / )
F0_uA
& +
/O#A
2 p—
10 LA
o 70 20 30

Bild &



2

700 A

30 1

80

70

60+

S0+

%0

30 |

20 A

70 -

Uge = 8kOmV

B315/325 C

Je = F(Uce)

Uge = Par.
820mV
800 my
780 my
760 mV
740 mYy
720 my
700 mV

5.5 -},0 — L.b -},s



120 + B31% /325¢C
Je = £(Js)
ﬁ% U%:E s ac’a.r.Js

8ot

60T

4ot

20+

0,2 0% Q6 08 10 —8



Bilg 7
Eild 3
3ild 9
Bild 10
Bild 11

“_-,"5 =P .“.EE ) UCE = Parametern
)

flr £ = 11Xz

s
bpag= £ (L) firUgg= 3V

UG Esat

s £ ( L) fiir byyy = 10
=

| &2

Uee=t0v} | 3V
KL B315]325¢C
Js * f(Uge)

Ta | Uee® Par,

o8r

o6+

0,‘&"‘"

0.2t

o a9 ‘ ) '
0.2 O os ___. %ﬂE 7.0

Bild 7



40
ﬁh«mmm & )
] B315]325
Czzp = f(Uca)
f = 1MHe
30 §
]
w
o —
]
20 4
i
ol e v

38ild 8
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709.-

1071

ap~2 |,
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B 315 325
Jcpo, Tene = § /i
' e 2 263
Bild 10 Za
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10k
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3.4, Kenndaten B 360 D, B 380 D
Folale Gehiuseabmessungen B 360 / B 320
%8 max.
3213_”!3.
9
g
o
4 v
by
- -
045 57s
2,540,125 7,5¢0,125
] ! Jaad
o= = == 0| Typernzeichen
c] Bauform; 21.1.1.3.16
6L 367713
12 1110 987
a) B360D; 8380 D
b) B360E ; B380FE
123 4 56 C) B83EBK; Bagekn

Rild 12 : GehAausenbmessuraen
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P 19,5 max 7,520,125

Te 131271 09 8

W e
) I e Bauform: 21.2.1.2. %4
1 I 1GL 267713
L S ———
A
7234567 a)
wl LN
n, o
) gl ” -
LAl B 19,5 max ﬁ
G G
L
% ¢
0
o
2,549
3
*i
sl
o
5| ¢
13 Fan) !
1n
L T BEZECTT B R AR
gid Bauform; 21.1.1.3.16
D 0| T6L 26713
o0
T i ]
123 e " !
b)
59207
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AnschluBbelepung B 360 / B 320

.B 380D, B33 D

AnschluB

I[
2
3
i

o

Kollektor
Basis
Enitier
Substrat
Emitter
Basis
Kollektor
Kollektor
Basis
Enitter
unbelegt
Enitter
Bacsis

Kollektox

74

Va.

4

Yy

Bild 13: Anschluf3belegung

2 360 B,% B 330 E, E
AnsepluB 1 Kollektor Vﬁ
5 i
2 Basis VH
3 Epitter v&
4  Emitter v2
5 Basis s
¢ Kollektor Vz
7 Eollektor VB
& DRacis V3
T Enitfer V3
10 Emitter V.
11 Basis v4
12 Eollektor TV,

Ansehlu® 9 liegt auf Substrat

und ist intern pit dex Kihliahne



Al nrenzverte, Blektrische Hennwerte und typische Werle
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der B 360 D, 3350 D

mafel 4 Grenzwerte (gilltig fir den Betriebstemveraturbereich)

Iollektor-Enitter-Spannung UCEO

B 30D

B 330D
- B e 1 o
Lollel:tor=Substrat«3pannung Vaao und
Zollekior=Basis=Spannung UCBO

B 360 D

B 380D
Tmitter~Basis-Spannunyg UEBO in v -

3 .
Kollekiorstrom 2) In in A
Zollektorspitzenstron ICM in A
&

Basisstrom Ig in mA
Gesantverlustleistung Ptot in W

bei‘ﬂa = 25%

- hd ey ro
091190 = 25°%

Tetriebstenneratyrhereich

Spexrschichtienperatiie QQ i in °

B 360 /B 380D
B350 / B 330 E
3360 /B380XK

.

’lﬂa in %

B350 / B 3%0 B

1A

N

I

N IN

LY

N

€0

143
1,3
4,0

v



TErmewiderstand R
Piz ginep Transistor
B 360 /B 280D
B 360 / B 380 B
B3O /B3BOK

MWErmawidersts A
" 'ffl o tﬂnd Rth ac
fir einen Transistor

330/ B38E

[N

N

in

<

15

Z/v.

/W

4) Flir VB der E~ urd K =~ Typen gilt UCSO = Uamo de Buittexr

auf Substrat liegt.

5 i bt £
£) Bei %,,¢ 20 ms

Tafel 5 Elektrische Kennwerte (gﬂq = 25°¢ )

Gleichstromverstirkung h&ﬂE(Vﬁ)
bei Ugg = 3 Vy Iy =50 md

Gruppe b

Gruppe ¢

Gruppe 4

Gruppe e?)
Kollektor-Rasis-Reststrom IbBO

bei Upgp = 207

Tollekbtor-Enitter-S&ttigungs~ Var..

R L~T=1N

spannung

bei I :5‘3111.5.. IB=1OEJ§

28 e M

56 +. 140
12 +e0 280
224 «em 560

in

<

in

N

100



Verh#linls der Gleichgtmm— Hoan va
verstirkungen der Transistoren
untereinander(gilt fir alle
sechs mdglichen Paare)

bel To = 50 mhy Upp =3 7

Basis-Enifter-Spanaung

Gruvpe
Gruope

Grupre

o & O o

Grupne

Differenz der
Basis-Emifter~Spannung A Uzp in
zwischen den einzelnen

Transistoren (gilt fir alle

sechs mdglichen Paare)

bei%:’l mi, UCE=3v

Ubergangsfrequenz

bel Iy = 10 ndy Uyg = 5V,

£ = 30 lHz
Grupos b
Grurpe
Grupre 4

Gruppe

Tenrlaufaudsangskapazitit Coop i

bei i, =10V, Iz =0, £ =1 Hz

€30
636
62U

ny

nyf



Tollektor-Basls-Durchhruch- UCBR)CEO
spannung

bei IC = 100 /uA
Kollektor-Enitier-Durchbruch-— U(BR)GEO
spannung

bedl Ip = 1 mh
B 360

B 380

Enitter<Basis~Durchbruch- B -
(BR)YEBRO
sD !r'mu ng

Eollektor-Enitter-Batiigungs= Uypo s
spannung

‘bei Iy = 50 mA, Iy = 10 mh

Grupve b
Grupre ¢

Gruppe

S

Gruppe &
bei IC = ‘100 mi, IB = 10 mk
Grupre Db

Gruppe c

Gouprpe 4
Gruppe e -
Gleichstromverstérkung h213

bei I, = 50 4, Uog = 3v
Grurze b
Grupoe ¢
Grurze 4

Grupie e

in

in

190

77,9
91,2

128
121
119
116

R MM
N W
wow N

¥
-

47,2
112
167

282

ul'y
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Verhtltnls der Gleichstronver= 2)
by n
stéarkungen der Transistoren i
untereinander 21 "
D=y 2y 3, 4 jOfR %

Kollektor=Enitter=Durchiruch= U (3R)CE0
spannung
beli Ip =1 mk (je Transistor)

B 360

B 380

1) auBew B 320

c,s LN ] 1’25

in

60

wow
8

2) Gilt fiir alle 6 moglichen Pasve V,/Vsy V4/Vys V4/Vy

A

Tafel € Typlsche Werte (19-3 = 25% )

Xollektor~Basis=Reststron IOBO

Kollektor-Substrat=Duxche 5
1) {BR)CSO
‘bruchspannung

in
0,26

in

166



1) fir V3 der ¥~ wnd'K - Typen gil¥ Uiapyang = Uanyemo o

da Enitter auf Subsirat liegio.

B4slts  Typische AbhZEngigkeiten

In den nachfolgenden Bildern sind die typischen Abhingickeliten
wichtiger elektrischexr Parameter der Transistorarreys B 360

B 380 dargestellt.

Bild 14 In= £ (UCE 3 I; = Parametexn
Bild 15 Ip= ¢ (U’GE_) I = Paramciexr
fBild 16&: IO = £ (UOE) U’E?& = Parameter
Bila 17 Iﬂ = £ (IB ) UCE = Paramctexr
Bild 418 Ip = £ (Ugy) Ugg = Pevemeien
Bild 21 ICBO =7 (@é) b Uog = 80 v
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ﬂcI
I B360C /B3gac
ge ‘ Je = fl(Uce) ) Ugg = 810 m¥
mA l Uge = Pgr _ o
[ il
|
100 1 — " 800 mv
S0 T+
a0 my
&0 + "
" e T30 mV
70 T =
g - /"" T70mV
= | | / L

#OT M eQmy

30 +
s e = = T Qmi
20+ 730mVy
]
.' : 720mV
|
10 710 i
T00mY
&630my
680mY
o T : s i o
2 —_— Uce )



| B360C/B380C

120 1 Jc = £(Jg)
aCE' Pnr. qu'faV

o

100 +
801
60+
40 A

20+

ol 0.2 o 0,6 .8 7,0 1,2
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| B360C] B3eoC
= flU
i f-l'-E::E = P(ar.BE) 1
.:ZEA_ Uge=10V || 3V
10T

72

‘Bild 18
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B 360 ] B380O
Jecso = f(JSy)
%9;}9- Uecsg = 80V
.’oz-.
1074
me-
v i T
0L e e - Rz =T . T T T
20 30 40 Jo 60 70 &0 g0

Bild 21



22 pPle

£OL = OL + 0L 0L 1-Ob -
v
R ey
y.nw. L <Op
1
oL = 312y <Ok
] = 10532
{21} n 15 m“ﬁ
208€a[o09%¢d




4

tungszedulttionskurven aller viex
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Bild 23 : Verlustleistungsreduktionskurvert’
far alle & Typen

Bei den vorgestellten Transistorarrays ergib¥ sich die Spars
schichttemperatur eines Transistors aus dem Produkt Pto:h' . Rthja.
dieses Transistors und den iiberlagerten Temperaturbeltrégen dexr
anderen 3 Transistoren. Unabhingig davon kdnnen alle Transistoren
auch impulsmiBig belastet werden, wobel die Impulsspi‘hzenleistung wie
bei einen direkten Transistor groker als die maximale Verlustleistung
sein daxf.



o~ b9 -

Sowshl bel dex stableshen, als auch bei &ew Tmpulsbelastung

ist auf die Einhaltung der maximalen Sperrschichttemperatur

fiir jeden integrierten Transistor zu achten. Der Impulswérme-
widerstand Zthjc zwischen Sperrschicht und Gehduse und der Impulse
wirmewiderstand Zthjc % gwischen zwei benachbarten Transistoren
sind als Kurvenschar in Abhdngigkeit von der Impulszeit und

dem Tastverhiltnis im Bild 24 dargestellt.

Die Sperrschichttemperatur kann annshernd durch folgende

Gleichung berechnet werden s i
z ®
A= ot * Zehde #2222 Frotdn Zthje Yy
dJ A b 4
Impulsbeitrag von Vy Impulsbeitrag von V,, 73, Vi

Phowt P‘-‘;bjc 2 Fiox tn Rthac E Pto‘h.&?n R‘l?hc:a. v‘a

n=1
— _’, - - S
liberlagerte Dauerleistung von duBerer Temperaturbeitrag
T1 auf VZ; V3, v‘q. = auf 'ET,] bis v"'l" zwisohen

Gehause und Ungebung

Dabel gil'ﬁ Bthcﬂ = R‘l:hja - Rth'.lc

Fin versinfachtes llodell der thermischen Uberlagerung zeiglt

Bild 25.
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Entsrrechend denm konkreten Einsatzfall sellte eine Kornfroll-
Technung beziizlich Asr Binheltung der meximal muldssigen Sperl=

schichttemperatur und der Gesamtverlustlelsiuug erfolggne

V',[ Vs Va Vg_

|
Repic® ‘
E

Rinjc

S

Ve

Renca

h

Bild 25: Modell der thermischer Uberlagerumng
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3.6, Zuverlissigkeit

Die Bebriebsausfallrate betrdgh bel mithlerexr Beanspruchung

Z 407 p ~1
)\B"'I 10 ¢ h

Pile Bezugszelit fir d-ieAB ~ Berechnung ist ¢ie ¥alenderzelt.

Sie muB mindestens 12 llonate ( 8760 h ) betragen. Die Betriebs-
aunsfallrete bezieht sich auf Punktionsausfille der Gerate, die
durch die Mransistorarrays verursacht werden.

. Piir die Priifausfallrate gilt
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folgende Punkte zu bsacihten und zu bewerten:

-~ Der Emitter von VB in den GehZuseklassen E/X izt mit den

Hihlfahnen und damit =it dem Jubstrat verbunden, so 4aj

8il% Urppyoso Vy = U(BR)CEOD vy

~ Im konkreten Einsatzfall ist abzusichern, daB das Kollek-
torpotential der Arraytransistoren stebs hdher (positiver)

liegt als das Arraysubstratmaterial.

~ Die Einhaltung der garantierten Verlustleistunsg sollte
durch eine Kontrollrechnung iiberzriift werden. Fir einpe
Gesamtverlustleistung bis 8 W 1884 sich die Gehiuseklasse E
unter Beachtung der efforderlichen KihlmaEnahmen nutzen.

Daher gilt Rthjc £ 15 K/W.

= In Auswertung der typischen Abhingigkeiter sollten weiter-

hin nachfolgende Punkte beriicksichtigt werden.
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~ Alle & Typen haben, wie die entsprechenden Kurven
zeigen, bel einen Kollektorstrom von etwa 50 mA ihr Strome
verstidrkungsmaximume Bei Kollektorstrdmen um 100 mA
sinkt die GleichstromverstZrkung schon erheblich abe.
In diesem Bereich weisen die Arrays bereits auch relativ
hohe Werte der SHttigungsspannung auf. Schon ab etwa 10 mA
Eollektorstrom setzt ein merklicher Anstieg der Kollektor -
Enitter -~ Sahtigungsspannhung eine. Fir In = 500 m& ist
nit Wexrten -von iber 1 V zu rechnen.
Die Ursachen fiir dieses, fiir manche Einsatzfélle nach-
“teilige Verhalten ist in den Parameterbreiten der Schalt—
kreistechnologie selbst und bei weiteren technologischen
Teilschritten zu suchen.
Disse Schritte sind jedoch u.ae zur Erhdhung der Spannungs—
vertigkelit gegeniiber der Herstellungstechnologie diskreter
MTransistoren notwendige.
So ergeben sich zwangsléufig hdhere Kollektorbahnwider=—

standeca

e~ Giinstip dagegen wirken die geringen Toleranzen wichtiger
Kennwerte der Einzeltransistoren untereinander. Fiir die
einzelnen Tyren kann mit folgenden typischen Werten fir
das Verhiltnis der Gleichstromverstirkung und fiir die

Basis ~ Enitter ~ Spannpngsdifferenz gearhelilet werdens
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borg v
I fir B M5/ 325 1,007
5218 v,
fiir B 360/ 380 0,99
A Umg fir B 315/ 325 0,55 mV
fir B 360/ 380 03 m¥

Die Werte belegen die Eingangs genannte besondere Eignwng dez
Transistorarrays als Pifferenzvexstéxkexs



2.8+, Erfghrupren beci 2er Anwendun

on
Cu
o
(F

Trancsistorarravs

duf Grund einer zi2lgezichteten Applikaiion der Arrayreihe

B 215 - B 220 D und dus sehr glinstigen Preiszverhilinissas

b
]
%

derselben zu Einzeltrznsiztoren der Reihe SF 126 - 8F 129

kam es zu einem breiten Einzatz dieser Bauslemente in derxr
Gerdteindustrie. Flir die ndchsten Jahre ist ein weiterer um-
fascender Einsatz in der Gergteindustrie geplant.

Im Rahmen wvon Neuentwicklungzn wurden in den Einsatzfillen
- IFD -, Lampen- und Relaistrelbar

= Logarithmierverstirker, Verstirker flir hohe Ausgangsspannungen,

NF - Vorverstdrsker, Pegzelwandler urd
=~  Sechrittmotoransteuerung

Einzeltxénsistoren der Typenreihe SF 1z6 - SF 129 ersetztb.
Weiterhin kam es zur Abldsung der Typen £F 4137, S5Y 20, SC 236
und wvon Importtypena
Die angebotenen Gt:hduseklassen haben den ibldseprozeB beschleunigh
mit dem Einsatzschwsrpunkt der Gehiduse susfiihrungen D und E.
Durch die Hauptanwender wird auf Grund der rationellen Leiter-
plattenbestlickung libereinstimmend eine Arbeitszeiteinsparung
von ca. 3 Minuten pro Transistorarray ausgewiesen.

Bai ca, 30 % der inwendungén kommt es zuf Einsparung von Ieiter=

plattenmatefial durch eine glinstigere Leiterplattengestaltung.
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5+9. Bzhandlungsvorschriften

"

Die allgemeinen technischen Forderungen fiir den Betrisb

und die Tagerung ven integrierten Schaltlreicsen werden in

den DDR - Standards TGL 28 951 " Integrieris Malbleiterschali-
kreise — Allgemeine Technische Bedingungen ", TGL 32 377

w Bauelemente der Elektronik = Allgemeine technische Forde-

rungen und den Typstandards fiir die entsprechende Typa ange~

geben.

Grundsétzlich sind die Schaltkreise vor elekirischen,
mechanischen und thermischen Uberbelastungen sowchl bei

ihrer Verwendung in den Schaltungen als auch bei -ihren Finbau
sorgfdltig zu schiitzen. Die in Typstandard angegebenen Grence
werte der elektrischen, mechanischen und thermischen Paramatern
dirfen unter keinen Umst#nden iiberschritten werden.

Dabei konnen schon kurzzeitige Uberschreitungen der Grenzwerte
zu einer Beschédigung oder Zerstdrung des Bauelementes Piihrens
Bei Schaltkreisen mit hoherer Verlustleistung ist filr ans-
reichender Warmeabfiihrung zu sorgen. Dabei ist die Einbaulage

zu beachten und thermische Stabilitit zu sichern.

Das Einloten der. Schaltkreise erfolgt auf der Basis dex

TGL 200 =~ 0053 4 Bauelemente der Elekitronik = Loteigenschaften ®

Einbauvorschrift flir Schaltkreise im 14= bzwe 16=policen
DIL - Plastgehiuse ( B 315D = B 380 D ).
Beim Einbau der Schaltkreise ist zu beochten, dad die muli-

sigen Krifte nicht iibexschritten werdens



Bild 2&: Zuldssiger Biegewinkel
cder Anschlusse

“HEFFFEE

Bild 27: Schematischie Darstellung
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Fiir den Binbauvorgang der Schaltkreise sind zuléssig ¢
- Zug- und Druckkrifte in Richtung der Anschliisse bis
zu 500 p fir das gesamte Baueleneni sowie bls zu 10C »
fiir jeden einzelnen AnschlubB .

Die Krifte miissen am GehZuse grobBfléchig angreifen

- StoBbelastung bis zu einem Spiltizenwert der Beschleunizung

von 2 = 40 g bei einer minimalen Stofdauer von t = 6 ms

- Morsionskrifte, die auf die Anschliisse wirken sind nichu

zugelassens

Per Winkel der Anschliisse darf nur zum Zwecke des Einbauerns
innerhalb des Bereiches wvon 90° oss 1050 verdndert wenden.

Zusitzliche Verbindungen sind nicht zulZssige

Die Xnschliisse dlirfen maximal bis zu den Aufsetzkanben in die

‘Bohrungen der Leiterplajte gesteckt werden.

Die Schaltkreise diirfen nicht in der Nihe won Wermeerzeugenden
Bauteilen angeordnet werden, wenn dabel die zulassigen Grenzwerte
der Umgebungstemperaius Lilx den elexirischen Betrieh Uberschritven

werdens



Plastgehause

Kuhifahne
\ ]
;' ) =
‘%

Qm&‘q_ ?e

Anschlu3 EL 18415

Bild 28: Zulassiger Biegewinkel
der KGhlfahinen

Kihlkérper

Plastgehduse

Bild 29: Zuléssiger Biegewinkel
der Anschldsse
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- Einbauvorschriff B 315 E ... B 380 E

Es gelten grundsitzlich die Angaben zum 14-, 16-poligen

DIL - Plastgehsuse. Zusdtzlich gilt fiir die Xiihlfahnen, da8
sie weder thermisch noch mechanisch belastet werden dirfen..
Sie diirfen innerhalb eines Winkels von + 8° gerichtet werden.
Ein weiteres Verbiegen aus der Horizontalen ist unzulédssige

Auf den Kiihlfahnen darf nicht geldtet werden.

- TEinbauvorschrift B 315 K .«. B 380 K

Auch hier gelten grundsitzlich die Angaben zum 14, 16-poligen
DIL - Plastgehéuse.
Zusétzlich gilt, daB der Winkel der Anschliisse nur so verdndert

werden darf, daB dieser innerhalb des Bereiches von 900... 105°

liegt. Weitere Verbiegungen sind nicht zuldssigs



4,0. Die Transistorarrays » 340D, B 341 D, B 342 D

Die Schaltkreise B 340 D, B 341 D und B 342 D sind Transistor-
arrays, die je 4 gleichartige npn - Transistoren mit einzeln
nach auBen gefiihrten Anschliissen enthalten und bestimmten An-
spriichen in Bezug auf Gleichheit der elektrischen Kenngrdden
der Transistoren untereinander geniligen. Fiir diese Bauelensnte
gllt die TGL 35 515 ( B 340 D, B 341 D ) und der

HFO = Stnadard 754.98 ( B 342 D ).

4.1. Kenndaten B 340 D, B 341 D, B 342 D

4,11, Gehduseabmessungen B 340 D, B 341 D, B 342 D

g: 79,5 max.
h )
s 3
:!

y
® 09527 0,25°,
i 6to,125 )

—

Bauform 271.2.1.2.1%
TGL 26713

Bild 30: Gehauseabmessung



4,102¢ AnszhluBbeloguns B 340D, B 381 D, B 342 B

FFE AR EEE

e
.

B REI S E G ]

&

J

5

Vz

Bild 31: Anschiufbelegurng

41,3 Grenzwerbe, Elekirische Kennwerte und fypische Werla

Tafel 7 Grenzwerte (gliltig 2lir den Betrlebstemperaturbereich)

Kollektor-Emitfer=Spannung Uggg in VT € 15
Kollektor=-Basis=Spannung Uogo in ¥ < 20
Kollektor-Substraf-Spannung Togo in ¥ £ 30
Enitter-Basis~-Spannung Ugpo in T < 5
Basisstrom In in mA -4 5
Kollekborstrom I in mh € 130
Wirmewiderstand (gesant) Rbhja in X/W ‘_f 170
Sperrschichttemperatur SJ in o <€ 150

Betriebstemperaturbereich .}ga in % = 25 aas 85



Tafel 8 Elekirische Kennwerte ( , = 256 c)H
Verhdltnis der Gleichstromverstérkung fir alle hoqy 0
n
6 moglichen Pzare zweier Transistoren h
21Vﬁ
bei UCB=5V‘ IE=1EA 331“0‘3341 0,8-.. ‘1’25
Verh8ltnis der Basisstrome bei I = 1 IB'\L( 1mh)
I
und Ip = 10 /uﬁ je Transistor > 30
IBvd(1O/uA)
Gleichstromverstirkung h21E
bei IE = 1 mh; UCB = 5T B 340D/B 341Df B 342D 5€ues 112
Gruppe ¢ G6ess 140
4142 Gruppe d 112444 280
Gruppe e 224,00 560
Kollektor-Bagiz~Reststron Lo in nk
bel UCB =107V ‘€ 100
Differenz der Basis-Emitter- & Uzg fir
Spannungen
fiir alle 6 méglicken Paare zweier Transistoren In u¥
in Upg =5V Iy =100 A B340D,B31D £ 5
Rauschfaktor F in 2 aB
i B 341Dg, Dd, De < 6
bei UCE = 57T; IG = 200 /UA
£ =1 Kz, Ry = 2 kOhm, &f = 200 Ez
Kollektor-Emitter-Durch= Ueemyozp 18 ¥ £ 15 v

bruchspannung

bei I = 5 mi (je Transistor)
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Eollektor-Basis-Durchbruch- ' U(BR)CBQ in v ¢ 20

spannung

bei I = 100/uA (je Transistor)

Enitter-Basis-Durchbruchspannung Uegpypag i V < 5
bei IE = 100/uA ( je Transistor)

1) Gilt fir vq/vz H v—if"v H v1/v4 H “"af’?j H v‘?..""urq_ H VJ/VIE

Bild 32 : Verlustleistungskurre

600 +

Prot = £ (V)

2007

10071

25 b

Ja, in °C B o]
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Tafel 9 Twpische Terte {J}

Xollektor-Bagis-Restisiren

oel 303 =107

Kollekbtor-Basis-Durchbruch-
Spannung
bei I, = 100 /u%

W 4
Kcllektor-Emitiar=Durchbruch—

spannun

i

bei IC =5 mi

Enitter-Basis-Durchbruchspzannung

Basis-Enitter=Spannung

bel IE = ﬁOQ /uA 3 UCB =57
Differenz der Bssis=Emitfer=
Spannung flUr alle 6 mdglichen
Paare zweier Transistoren

bei UbB 2 51 IE = 100 /uﬂ
Kollektor-Emitter~Sittigungs—
spanhnung

bei Ic = 10 mh; IB =1 mi

Gleichstromverstérkung

bei IE =1 md ; UCB =57

U¢3r)CRO

in

in

(&
2

in

-r
¥

nV

-

Gruppe ©.

]

[
N

(e}
[85]

7,0

630

0,8

113

105
186
380



Verhélinis der Gleichstromverstzrkung
fir alle & mozlichen Paare zwelem
Transistoreu vel

=" 3 ; fe
Iy pd 5 Ugpp =257V

Verh&ltnis der Baslisstrdme IBTi(’ 1md)
—— e e PO

Igyy (10,44 )

-
(i=1tbtis &)

Rauschfaktor i) in dB
EG_-_-ZkUhIﬂ; £ =1 kHz, & £ = 200 Hz
B 341 De, Dd, De

Sbergangsfrequenz fn  in MHz
f = 1100 VHz
Rlckwirkungskapazitit 'c’iza in pF

bei'Ic:'ImA;UCE':-'EVF
£f= 1MHz

1,0

71

1%

328

1,94
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5.0, Trensistorarrays aus der Volksrenublilk Polen

51 TLMM1MMKN, UI4 111X

lionolithisch integrierte Transistorarrays mit einem Transictor-

Paar und drei einzelnen Transistoren in npn Ausfihrungen.

5.141s Eenndaten

5:14741s  GehZuseabmessungzen

< 20,3
6% 2,54
)
o |28 2
an
~ |
1 T | 0,2
x Q35
y : 762
3 0,38 <177 154
- ;
s B o A o Bl v
e 8
T i

I - -

Bild 33 : Gehauseabmessurig

| |
Ul 20 e & [e) L2

Bild 3%. AnschluBbelegung
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5:1.1.3 Grenzwerte und tyvische Werte

Tafel 10 Grenzwerite ( glltig f'ﬁrtﬁe =25°¢C )

Kollexztor-Enitter-Spannung U"T‘O in v
UL 11 11 X S 15
UI& 61 11 W < 25
Eollektor-Basis-Spannung Uopp in V
Eollektor-Substrat-Srannung Ugso iB v
TL 11 1M K = 20
UI&A 61 11 W = 30
Enitter-Basis-Spannung , Ugpo 0 ¥ €5
Eollektorstrom I, in mA £50
Gesamtverlustleistung Poog 1o OV <750
Verlustleistung fir einen Prog in W =300
Transistor
Betriebstemperaturbereich & g iR %
UL 1111 N = 25 ees 70
UIA 61 11 I = 40 aes .85

Tafel 11 Typische Werte (193 = 259 ¢)

—

Ko! L= vor=Enitter-Durchbruch= U(BR)CEO in V¥
spanaung bel Iy = 1 mA
T MMM N 26

UIA 61 11 X 30



Ioillek%'or—ﬁasis—'i}urchbruch- 'U(BR)GBO in ¥

spannung

Kollektor-Substrat-Durchbruch=- T (BRYGSO in v

spannung kel Iy ; Ing =10 /u.&‘

Tk 111X 65
TIA 61 11 ¥ 65

Futitter~Basis-Durchbruchspannung Ugrysso 18 V7

bel Ip = 10 /u.ﬂ.

Eas_.is-nmitter—ﬁpanhung Tpg in v

bel Upp = 3.V Ip=1nd 750

Kollektor-Basis~Reststrom Tnpp in rA

beil Ugg = 107 40

Kollektor~Emitter-Reststrom Toge in /o

bel Tgp =10 T 0,2

Gleichsiromverstérkung h21 7

bg_j._:_l‘c:'lmA,UGE=3T 100

Transiffrequenz bei frp in MHz _

TVpg=3Ts Ig=3md 550

£ =100 MHz

Baus,ch'i’akto:c F in @B

bei Ugg = 3 Vy Iy = 100 ,ul, 4
L =1 dHa, RG='1 kOhm



EurzschluBeingangswiderstand
beiUc-E=3v,IU=’lmA,
f =1 kHz

Ieerlaufspannungsriickwirkung
bei UCE = 3 V, Ic = 1 Iﬂ-&,
f =1 kHz

KurzschluBstromverstérkung
£ =1 klz

Teerlaufausgangsleitwert

bEiUCE=3V,Ic=1m’
£ = 1 kiz

Emitter-Basis-Kapazitdlk
bei‘UEB..-_Bv,:E:E]EHZ

Kollektor-Basis-~Kapazitdl
bei UGB"= 3V, £ =5 lHz

Kollektor-Substrat-Kapazitit

hiqe 1o kKObm 3,5  kOhm

Baze 2 s 207

Bova 110

ﬁzaa in /u.s 15 {\18

Cog #n ¥ 2;8 1o?



5.2, UL11 01 N, UL41 02 K und UTd 61 02 N

Monolithiseh inteerisrtes Transiztarzorays mit 6 Transistoren,

zusammengefalt als zwel Diffsreunsverstérkers

5.2¢1. Eenndaten

5.2+1.1. Gehduseabmessungen

_ Siehe L1111 N:

5.2.1.2« 4&nschluBbelegung

[ENIC I Ei |

8ild 36 : ArischluBbelegurg
uc 1701 N

3 O I E i 5 €2 B 1 I 1

Bild 37: Anschlufibelegurg
UC 717102N, UCA 6102 N
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£.2.1.3, Grenzwerte und typische Werte

Pafel 12 Grenzwerte ( giiltig iz, = 25% )

)
wn

Xollektor-Enitter~Spannung UCEO in V

UL 1101 N, UL11 02N 15

UIA 6102 B 25
Eollektor-Basis-Spannung Uppg in V
KEollektor=Substrat-Spannung UCSO in V

UL 11 01 N,UL 11 02 N 20

ULd 61 02 W 30
Enitter~Basis-Spannung UEBO in V 5
Kollektorstron IC in mA 50
Verlustleistung fiir einen ) Pioy i mW 300
Transistor
Gesanmtverlustleistung ?t:ot in oW 750
Betriebstemperaturbereich 151 o in % _
mefel 43 Typische Werte (4, = 25% )
Kollektor-Emitter-Durchbruch- U(BR)GEO in v
spannung bei Iy = 1 mA

UL 11 0117, TL 11 02 X 26

TIA &1 02 N
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Kollektor~-Rasis-Durchbruch-
Spahnuhg

b
=
<

U¢sr)CHO

rtor=Subst ~Durchhruch=-
Kollektor-Substrat-Du bruch U(BR)CSO in V
spannung bei Iy, Ing =10 ,ud

UL11 01 H, UL 11 02 X €5

TIA 61 02 I 65
Emitter-Basis-Durchbruchspannung U(BR)EBO in v 7
bei IE =70 /UA )
Basis~Emitter-Spannung Upg in 2V 715

bei Upp = 3V, I = 1 mb
Rollektor-Basis-Reststrom ICBD in n! il

bei Ugg > 10V

Eingangs-0ffset-Spannung - Usp in nv ‘ 5 (mex.)
bei Upg =3V, Ip=2ml

Gleichtaktunterdrﬁcku.ng CMR in dB 100
U =-3,3V; £ =1 Kkidz

KurzschluBeingangswiderstand hiqe in kObm 3,5
Teerlaufspannungsriickwirkung hysg —gq= 2 s 10

bel Ugp = 37V, T =1 md, £ =1 kHz

KurzschluBstromverstarkung h2’le -y - 110
bel UCE=3V, IO=’1mJ;L, £ a1 kHz
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Teerlaufausgangsleitwert hon, 1o Jus 15
bei Ugg = 3 Vs I = 1 md, £ =1 Kiz

Bbergangsfreauenz £ in MHZ
bel Ugp = 3 V, Iy = 3 mh,
£ = 100 MHz : .
UL 11 01 N, UL 41 02 X in wz 550
UIA 61 02 N 200
Rauschfaktor T in 4B 4

£ =1KHZ,'RG=11£0hIE



6.0. Eenndaten SF 816 ... 819 und SF 825 ««s 829 (TGL 43 386 )

6+.1. Gehauseabmessungen

§? Bauform: TGL 26713
c B E = '
Ll II ]
d
= t[ - - ;‘?
:‘J 1 2 3 +
59|
+1
s
Q
25 5%
oo
g9
I
[
A
E
x
£ g
; (f, ¥) Far LBtung nicht
b geeigneter Bereich
o
1 | i
o 28
1,25 0,128 _

Bild 38 : Gehduseabmessurg



Rihja
eK

200+
/-—-—-—“-"'—'_jﬁc}i = 0,7 em®
) - A cu = 0,5cm®
450 - / ' Aeu = 1.0cm®,
{ )
Tﬁ '
400 + ‘
£ Tonam e T onmsn T e st e
-1 70
almm]?

Bild 39 : Warmewiderstand in Abhédngigkeit des

Abstandes Gehause - Platine (a) und
der Kupferflache am Kollektoran =
schiluB (Acu) . ' X



6.2, Grenzwerte und elektrisehe Kenhwerte o e
Tafel 14 Grenzverte (gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
Kollektor-Basis-Srannung ~Uopg i ¥
SF &6 < 20
L = 30
'8F 818 € €0
57 819 €80
Kollektor-Emitter-3rannung ~Uygo 10 i
P &6 € 20
3F 317 < 30
SF 218 < 30
SF 819 < 80
Enitter~-3asis-Spannung “Uapg in Vv« 5
Eollektor-Basis-Spannuhg Uogp i ¥
SF 826 < 133
SF 82 £ 66
SF 828 < 100
SF 829 < 120
Kollektor-Emitter-Spanaung Uggg i V
SF 826 < 20
SF 827 £ 30
SF 828 £ 60
SF 829 < &0
Basis-Emitter-Spannung Uggg in Vv <€ 7
Eollektorstrom bei tavy = 20 ns / I / in. mA 500
Kollektorspitzenstrom / Iy / in pi S 4000
Basisstrom / Iy / in mA X 250
Verlustleistung beif , = 25°%C B, in mW S 735
Sperrschichttemperatur 3 ’Bﬂ 3 in % =< 150
Gesamtwarmewiderstand Ripiq in K/W = 170



D

mafel 15 Elektricsche Kennwerte (19‘3 =25% )

Eollektor-Enitter-Durchbmuch=  /Ugpygmo/ 18 V
’\d.'_.'

spanrnupg bel /Ic/ = 1C A

(llessung exfolgt impulsmiilig)

SF 316
< 20
SF 826
s¥ &7
€ 30
SF 827
SF 18
£ 50
SF &28
SF 819 .
< 80
SF 829

Kollektor-Emitter-Satiigungs- /Uppgat/ 2 V  €¢,5

srannung bei /Ic/ =150 ‘mi,
\

/Ig/ =15 mA
Kollektor-Basis-Reststron ICBO in nA
bei Ugp = 33 7 SF 826 < 100
a2 o <

bei Upg = 66 V SF 8_? = 100
bei Ugp = 100 V SF 823 _ ¥ 100
bei UC:B =100 7T SF 829 € 50
bei Ugg =120 V SF 829 £ 1000
Kollektor-Basis-Reststron -

. = & ICBO in nA

bei ~Upp = 20 V SF 816 éqoo
bei =Upg = 30 ¥V SF 817 < 100
bei ~Upp = 60 V SF &8 < 100
bei ~Ugg = &V SF &9 < 100



Glaienstronvarstirkung 1"'21:»;:
bei /U'GE/ =2 V; /Ic/ = 50 nl

(liessung exfelgt impuleméBig)

Gruppe X4 18 oes 35

3 28 wes T

¢ 56 wwe 14O

D 112 «ss 280

E 224 «es 500
Badis~Enltier-Reststron Vi B T JuA - )
el UEB = 7 VT fiir SF 826 ~ 829 4 1
bel ~Upg = 5 VT fiir SF 216 ~ 819 < 1
Mransitfrequenz fT in MEzZ € a0

bel /Upp/ =10 V5 /Ig/ =10 nh;
£ =15 1Hz



7.0. Turzzeichen

C11 Bingangskapazitil

ng Riickwirkungskapazitil

022 Ausgangskapazitit

CEB Emitter-Basis~Kapazitit

cCB Kollektor-Bazis-Kapazitit

CCS Kollel:tor-Substrat-Kapazitdt

£ MefBfrequenz , allgemein

' £ bergangsfrequenz, ist diejenige Frequenz, die

sich rechnerisch als Produkt wvon MeBfrequenz und
dem Betrag der gemessenen KurzschluBstromver-
stirkung in Emitterschaltung ergibt, wobel die
Messung in dem Frequenzgebiet erfolgen mud, wo
der Abfall der Kﬁrzschluﬂétromverstérkung 6 dB/
oktave betrigt. '

7 RauschmalB
Das RauschmaB ist das Zehnfache des dekadischen
Togarithmus des Rauschfaktors (dB).

hiq " Kleinsignaleingangswiderstand

hqg ' Kleinsignalspannungsriickwirkung

h21 Kleinsignalstromverstirkung

hos Xleinsignalausganzsleitwert

h21E Gleichstromverstirkung in Emitterschaltung
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Bacigstrom

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom
Kollektorreststrom bei offenen Emitter
Kollektorreststrom bei offener Basis

KXollektor=Substrat-Strom

Gleichtaktunterdriickung

Gesantverlustleistung

Die maximal zuléssige Gesamtverlus‘bleis’cﬁng

ist der hohste dauerr}d zuldssige Wert der .gesamten
im einem Bauelement in Wérme umgesetzien el ek-
ktrischen Leistung bei definierten Bedingunsape.
Generatorwiderstand

Wérmewiderstand Sperrschicht-ﬁmgebung

Wirmewiderstand Sperrschichi~Gehiuse

Emnitter-Basis~-Spannung
Kollektor-Basis-=Spannung
KollekﬁoermiﬁéerﬁEpannung
Kollektor-Suhstrat—Spannuhg
Enitter~Basis~Sperrspannung
Kollektor-Basis-Sperrspanhung
Kollekbtor-Enitter~Sperrspannung

Kollextor-Subsirat-Sperrspannuns,



UgEsat

U(BR)CEO
U(r)cBO
Uy eR)EBO

U(gr)CS0

U0

fa
de

3

-83"

Eollektor-Emitter-Sattigungsspannung, ist
die Spannung zwischen Kollektor und Emitter
eines Transistors wenn ein konstanter Basis-—
strom IB eingespeist und der EKollektorstrom
durch.die duBere Schaltung auf einen festen
Wert Ic - h21E . IB begrenzt wird.
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
EKollektor-Basis-Durchbruchspannung

Enitter-Basis-Durchbruchspannung

Kollektor-Substrat-Durchbruchspannung

Eingangsoffsetspannung
Ungebungstemperatur

Geh&dusetemperatur

Sperrschichttemperatur
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